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SiC は、パワー系半導体デバイスやオプトエレクトロニクス基板材料として多用されている材

料であり、年々その需要は伸びている。また、走査型プローブ顕微鏡（SPM）は、多様な表面の

キャラクタリゼーションが可能なツールとして、研究開発はもとより電子デバイス等の生産管理

にも広く利用され、その技術発展が著しい。産業応用上、SiC 結晶の表面加工・評価技術は非常

に重要であり、本研究に先立ち産業利用されている数種類の多型の SiC結晶のうち 4H-SiC基板に

ついて、研磨・研削等の機械加工条件と結晶表面状態との透過型電子顕微鏡等による関連性の評

価を実施した 1), 2)。本研究では、さらに 4H-SiC基板の機械・化学研磨（CMP）処理表面の SPM

を主として用いた表面物性の評価を実施した。 

4H-SiC基板のラップ加工面（000-1）面における AFM凹凸像と位相像および、隣接部位のトン

ネル電流測定（TUNA）時の DCバイアス-1.5Vと-2.5Vにおけるトンネル電流像を Fig.1(a)～(d)

に示す。-1.5Vと-2.5Vにおける電流像の対比から、加工欠陥では比較的小さなバイアス電圧でト

ンネル電流が流れる傾向があるが、バイアス電圧を大きくすると電流は流れにくくなる傾向があ

る。また、CMP加工した(0001)面の AFM凹凸像と位相像および、TUNA測定時の DCバイアス-2.0V

と-3.0Vにおけるトンネル電流像においても、加工欠陥や表面凹凸は桁違いに減少したが、類似の

傾向が観測された。これは禁止帯中への加工欠陥準位の生成等と関連があると考えられ、トンネ

ル電流解析、表面電位測定等を実施した結果について、TEM観察他の評価との対比を含めて報告

する。 
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